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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является овладение студентами маршрутом 

проектирования субмикронных и наноразмерных СнК с использованием средств САПР. 

В рамках изучения дисциплины решаются следующие задачи: изучение библиотеки 

IP-блоков современных СнК; особенностей проектирования и топологии сигнальных 

цепей, цепей синхронизации, шин «Земли» и «Питания»; особенностей многослойных 

межсоединений в СНК; методов энергоэффективного проектирования СНК. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

Входные требования к дисциплине:  

Изучение дисциплины базируется на следующих ранее изучаемых дисциплинах: 

«Физика полупроводников и полупроводниковых приборов», «Интегральная 

схемотехника», «Модели и методы проектирования интегральных схем», «Маршрут 

проектирования цифровых интегральных схем». Для успешного усвоения дисциплины 

наиболее важными являются следующие разделы (темы) этих дисциплин: Схемотехника 

цифровых БИС, Модели элементов интегральных схем. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать современное программное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем проектирования. 

Уметь адаптировать современные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования для решения профессиональных задач 

Иметь опыт использования систем автоматизированного проектирования для 

решения профессиональных задач при разработке систем на кристалле. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает четыре модуля: 

1. Этапы проектирования СнК и его основные задачи. 

2 Проектирование цепей синхронизации и шин питания в СнК. 

3 Особенности проектирования межсоединений в СнК. 

4 Особенности проектирования СнК со сверхнизким потреблением. 
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